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測定法 感度 空間分解能 走査 視野/走査範囲
収束電子線回折 0.02％ 10～20nm 要 ～ 100nm
ナノ電子線回折 0.1％ ～ 10nm 要 ～ 100nm
チップ増強ラマン 0.05％ ＜ 50nm 要 ～100μm
共焦点ラマン 0.02％ ～ 150nm 要 ～300μm
Ｘ線回折 0.01％ 100μm － －
本報告手法 ＜ 0.1％ ～ 5nm 不要 ～1μm
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